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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СВІТЛОДІОДІВ GaAsP. ЯВИЩЕ ГІСТЕРЕЗИСУ 

 
Наведено результати досліджень електрофізичних характеристик світлодіодів (СД) GaAsP в інтервалі 

77  300 К. Обговорюються механізми протікання струму на різних ділянках вольт-амперної характеристики 
(ВАХ), а також роль фактора екранування внутрішніх полів кристала вільними носіями. Виявлено формування 
гістерезисної петлі на ВАХ діода у межах області від’ємного диференційного опору (ВДО), проаналізовано 
можливі причини виникнення кожної ділянки. Визначено величину енергії активації процесу переходу СД у 
стан ВДО. Встановлено, що під час опромінення електронами з енергією 2 МеВ при температурі, що не 
перевищує кімнатну, у СД GaAsP спостерігається зростання коефіцієнта неідеальності. 

Ключові слова: GaAsP, світлодіод, від’ємний диференційний опір, електрофізичні характеристики, явище 
гістерезису. 
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FEATURES OF THE ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS 

OF GaAsP LIGHT-EMITTING DIODES. HYSTERESIS PHENOMENON 

 
The results of studies of the electro-physical characteristics of GaAsP light-emitting diodes (LEDs) in the 

temperature range of 77–300 K are presented. The mechanisms of current flow in different regions of the I–V 
characteristic and the role of screening of internal crystal fields by free carriers are discussed. The formation of a 
hysteresis loop in the I–V characteristic of the diode within the region of negative differential resistance is revealed, and 
possible causes for each section are analyzed. The activation energy of the transition process of the LED to the VDO 
state is determined. It is established that irradiation of GaAsP LEDs is accompanied by an increase in the non-ideality 
coefficient. 

Keywords: GaAsP, LED, negative differential resistance, electro-physical characteristics, hysteresis phenomenon. 
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